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[57]申請專利範圍
1.　一種發光二極體晶片，包括：一基板；一線路層，配置該基板上；多個電極，配置於該
線路層的上方；多個二極體元件，連接於該線路層與該些電極之間；一內連線層，包

括：一保護層，覆蓋該線路層、該些電極以及該些二極體元件，其中該保護層局部暴露

該線路層與該些電極；以及多條走線，配置於該些二極體元件上，該些走線與該線路層

以及該些電極連接，其中該些二極體元件透過該些走線而彼此電性連接，其中該線路層

包括多個導電層，該些二極體元件連接於該些導電層與該些電極之間，而各該導電層的

面積大於各該電極的面積。

2.　如申請專利範圍第 1項所述之發光二極體晶片，更包括一對打線接墊，該些打線接墊配
置於該基板上，且該些打線接墊與該些走線連接。

3.　如申請專利範圍第 1項所述之發光二極體晶片，其中該線路層具有光反射性。
4.　如申請專利範圍第 1項所述之發光二極體晶片，其中該些電極為多個透明導電層。
5.　如申請專利範圍第 1項所述之發光二極體晶片， 更包括一配置於該線路層與該基板之間
的絕緣層，而該基板具有導電性。

6.　如申請專利範圍第 5項所述之發光二極體晶片，其中該絕緣層的材質包括氮化鋁、氮化
矽、二氧化矽或鑽石薄膜。

7.　如申請專利範圍第 1項所述之發光二極體晶片，其中各該二極體元件包括：一第一型摻
雜半導體層，電性連接該線路層；一第二型摻雜半導體層，電性連接其中一電極；以及

一主動層，配置於該第一型摻雜半導體層與該第二型摻雜半導體層之間。

8.　如申請專利範圍第 7項所述之發光二極體晶片，其中各該二極體元件更包括：一第一歐
姆接觸層，配置於該線路層與該第一型摻雜半導體層之間；以及一第二歐姆接觸層，配

置於其中一電極與該第二型摻雜半導體層之間。

9.　如申請專利範圍第 1項所述之發光二極體晶片，其中該些二極體元件彼此串聯正接。
10.   如申請專利範圍第 1項所述之發光二極體晶片，其中一個二極體元件與另一個二極體元

件並聯正接。
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11.   如申請專利範圍第 1項所述之發光二極體晶片，其中一個二極體元件與另一個二極體元
件並聯反接。

12.   一種發光二極體晶片的製造方法，包括： 形成一晶圓，其包括一基板、一線路層、多個
電極以及多個二極體元件，該線路層、該些電極以及該些二極體元件配置於該基板上，

其中該些電極配置於該線路層的上方，而該些二極體元件連接於該線路層與該些電極之

間；形成一覆蓋該線路層、該些電極以及該些二極體元件的保護層，其中該保護層局部

暴露該線路層與該些電極；以及形成多條走線於該些二極體元件上，其中該些走線與該

線路層以及該些電極連接，其中該線路層包括多個導電層，該些二極體元件連接於該些

導電層與該些電極之間，而各該導電層的面積大於各該電極的面積。

13.   如申請專利範圍第 12項所述之發光二極體晶片的製造方法，其中形成該晶圓的方法包括
形成一絕緣層於該基板上，其中該基板具有導電性，而該絕緣層配置於該線路層與該基

板之間。

14.   如申請專利範圍第 12項所述之發光二極體晶片的製造方法，其中形成該晶圓的方法包
括：在一成長基板上，依序形成該些二極體元件以及該些電極；移除該成長基板；在移

除該成長基板之後，形成多個接合層於該些二極體元件上，其中該些二極體元件連接於

該些電極與該些接合層之間； 在該基板上形成該線路層；以及將該些二極體元件接合於
該線路層，其中該些接合層接合於該線路層。

15.   如申請專利範圍第 14項所述之發光二極體晶片的製造方法，將該些二極體元件接合於該
線路基板的方法包括加熱該線路層與該些接合層。

16.   如申請專利範圍第 14項所述之發光二極體晶片的製造方法，其中移除該成長基板的方法
包括化學蝕刻、雷射剝離、微波剝離或加熱剝離。

17.   如申請專利範圍第 12項所述之發光二極體晶片的製造方法，其中形成該晶圓的方法包
括：在一成長基板上，形成該些二極體元件；切割該成長基板，以形成多個半導體單

元，其中各該半導體單元包括其中一個該二極體元件以及一成長子基板；在該基板上形

成該線路層；以及將該些半導體單元接合於該線路層，其中該些二極體元件連接於該線

路層與該些成長子基板之間；移除該些成長子基板；以及在移除該些成長子基板之後，

形成該些電極。

18.   如申請專利範圍第 17項所述之發光二極體晶片的製造方法，將該些半導體單元接合於該
線路層的方法包括加熱該線路層與該些半導體單元。

19.   如申請專利範圍第 17項所述之發光二極體晶片的 製造方法，其中移除該些成長子基板
的方法包括化學蝕刻、雷射剝離、微波剝離或加熱剝離。

圖式簡單說明

圖 1是習知一種發光二極體模組的俯視示意圖。

圖 2A是本發明第一實施例之一種發光二極體晶片的俯視示意圖。

圖 2B是圖 2A中線 I－I的剖面示意圖。

圖 2C是本發明第一實施例之另一種發光二極體晶片的俯視示意圖。

圖 3A至圖 3D是圖 2B中發光二極體晶片的製造方法之示意圖。

圖 4A至圖 4D是本發明第二實施例之發光二極體晶片的製造方法之示意圖。

圖 5A至圖 5F是本發明第三實施例之發光二極體晶片的製造方法之示意圖。
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